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Fig. 1

(57) Abstract: A method of producing epitaxial layer wafers in a chamber of a deposition reactor of a system, comprising: repeatedly
depositing an epitaxial layer onto a substrate wafer in the chamber of the deposition reactor, thereby forming a first number of epitaxial
layer wafers; and, at the same time, preparing a replacement chamber of the deposition reactor outside of the system by flushing the
replacement chamber with a flushing gas; interrupting the repeated deposition of an epitaxial layer on a substrate wafer; replacing
the chamber by the replacement chamber; and continuing the repeated deposition of an epitaxial layer onto a substrate wafer in the
replacement chamber of the deposition reactor, thereby producing a second number of epitaxial layer wafers.
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen von Halbleiterscheiben mit epitaktischer Schicht in einer Kammer eines Abschei-
dereaktors einer Anlage, umfassend das wiederholte Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe in der Kammer
des Abscheidereaktors, wobei eine erste Anzahl von Halbleiterscheiben mit epitaktischer Schicht entsteht, und wihrenddessen das
Konditionieren einer Ersatzkammer des Abscheidereaktors aufierhalb der Anlage durch Spiilen der Ersatzkammer mit einem Spiilgas;
das Unterbrechen des wiederholten Abscheidens einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe; das Ersetzen der Kammer durch
die Ersatzkammer; und das Fortsetzen des wiederholten Abscheidens einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe in der Er-
satzkammer des Abscheidereaktors, wobei eine zweite Anzahl von Halbleiterscheiben mit epitaktischer Schicht entsteht.



